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【はじめに】AlGaN/GaN HEMT は次世代パワーデバイスとして注目されている[1]. しかし Si 基

板上にエピ成長した場合に欠陥が多く, 欠陥はデバイス特性や信頼性に大きく影響するため, そ

の評価が重要である. 本研究では, AlGaN層内部に存在するトラップを RC回路モデルで記述し[2], 

その容量とコンダクタンスの周波数依存性からトラップの空間分布および量を抽出した.  

【実験方法】素子作製には, Si(111)上に Al0.25Ga0.75N/GaN構造をエピ成長させた基板を用いた. 硫

酸過水, フッ酸を用いた化学洗浄後, メサによる素子分離, SiO2 保護膜の堆積, ソース/ドレイン

の Ohmic コンタクト形成を行った . Schottky ゲート電極は TiN をスパッタで成膜後 , FG 

(H2:N2=3%:97%) 雰囲気中 300oC, 10minの熱処理で形成した. その後 LCRメータを用い, 作製し

た AlGaN/GaN HEMTの容量とコンダクタンスの周波数依存性を測定した. 

【実験結果】 Fig. 1 に本解析で用いた AlGaN 層内部トラップの概念図とその等価回路を示す. 

AlGaN/GaN界面からある距離に存在するトラップを時定数 Cbt/Gbtで表現し, 並列接続することで

内部トラップの分布を表現した. このときトラップ量は容量(Cbt)から見積もる. 蓄積領域におけ

る, 周波数を変えた容量測定とコンダクタンス測定結果に対して, 各距離に対するフィッティン

グで, AlGaN内部のトラップの空間分布, 量を抽出することができる. Fig. 2に測定した容量, およ

びコンダクタンスに対するフィッティング結果を示す. 内部のトラップ分布についての詳細は当

日報告を行う.  

【参考文献】[1] 江川孝志, 応用物理, 81, pp. 485 (2012). [2] Y. Yu, et al., Elec. Dev. Lett., 32, pp. 485 (2011). 

 

ア Fig. 1 (a) Schematic illustration of trap sites in AlGaN layer. 

(b) An equivalent circuit model of trap and detrap of electrons 

in AlGaN layer. 
ア Fig. 2 Model fitting of capacitance 

and conductance to measured data 
with TiN Schottky gate AlGaN/GaN 
HEMT. 
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